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3 electrodos de acunuladores eléctricos.

: dos para acumuladores eléct:icos de plomo con une masa electro=-
i activa se manifieste una formacién de fisuras.

} un control exacto de las condiciones de tiempo, temperatura y
¥.numedad-dufante el proceéo de posarse y secarse. Aungque por es-

"tos métodos se conslgue evitar la formacibn de flsuras recono—

El invento se refiere a mejoras en la fabrica-

cion de mgsas electroquimicamente activas sin fisuras sobre los,

Desde que se ha padado ‘a empastar los electro-|

quimicamente activa existe el problems de secar las placas em=

pastadas de electrodos esntes de su moldeo, sin que en la masa |

Se hicieron nuuerosas propuestas para evitar |
. Y , . '
una formacidn de fisuras por inmersién en dcido sulfdrico o por

01bles exteriormente, gin embargo, los andlisis por rayos X de
la estruotura Lruesa nan dado por resultado que tales placas
exterioruente 1lores ae fisuras miuestren en el interlor, sin ‘
embargoy todav;a fisuras,’

Bor lo tanto se presenta el problema de obte-

ner electrodos segln el principio-de Faure, que estén libres de

|

fisuras tanto exterior, como 1nter10rmente y ‘que puedan fabri-
. . J
!

| carse raplda N sencillamente.

La solublén del problema suscitado se halla porr
que la masa activa, por'un contenido de compuestos de plomo
\ v , |

afiéltrados de estructura estirada o acicular, esté libre de

- fisuras tanto en el interior, como también en la superficie.

. . . CoL
Es conocido haoe mucho sgregar & lg masa acti-

_Va materlales eleptroquimlcamente 1nact1vos en forma de flbras%

o] de aguaas. Las particulas seglin el 1nvento se componen, por )
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.dad afieltrante. En contraposicién a esto, los materiales elec

troquinicamente inactivos antes mencionados reducen la oapaci-

. pre ests presente en las ‘pastas usuales, ademas es termodinémi-

~camenté inestable, las agujas de este sulfato bisico de plomo

“afieltramiento un armazdén resistente tridimensional que, des-

-interior ni exterioruente. - - |

pecialuente fécil despues del empastado. Dependiendo del ta-

"nido de humedad dentro de un lapso de tiempo de 5 horas con se«

el contrario, de compuestos de plomo, que se transforman en un#

formaqiéw.de mass activa, sin que en ello se plerda su propie-

dad por unidad de vollmen y tarbién estdn muy condicionadamen-
te en situacidén Je reforzar la masa activa al comienzo.

Como compuestos de plomo de estructura crista-
lina egtirada o dclcu;ar resultan excelentemente convenlentes

los sulfatos baslcos de plomo, especialmente Pb0 . PbSO4. Este

' !
sulfato monobablco de plomo puede prepararse muy facilmente en
forma de cristales en forma de aguas ' : !

Como el mismo, en presencia de Pb0, que siem- i

reaccionan superficialmente con el litarcirio y forman por
t 4 - .

pués ‘del empastado dé les placas, puede secarse fhcilmente y

proporciona electrodos cuya masa acyiva no muestra fisuras ni

i

Lstos electrodos pueden secarse de un modo es~ .

‘mafio 'y del grosor ae 1as placés se consigue rebaJar el conte-

gurmdad por debajo de 5”
Por lo tanto, con la masa segin el invento se

con51gue secar pin fisura las placas empastadas para electro-

L

dos en un plazo de tlempo que es aproxlmadanente de 4 a 10 ve~!

.
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“de vollmen. Los engsayos con la nasa activa segilin el invento ham

-4 -

ces mas breve que en las nasas ‘hasta ahora utlllzadas. .

.

e recomienda agreger a la correspondiente
mezcla de ma.sa aproximadamente de 2 a 35 por ciento de peso de

compuestos de lomo cristalzzados en forma de agujas. La can-.
‘tided de laad101on recuerida Be rige segun la longitud medie

de lasg a&uJas de los oristales. Bs suficiente una ad1c16n de
cantidedes minimas cuando las’ egujas son finas y largas; 51 la
longitud de los cristales importe aproximadeamente de 1,5 & 2,5 |

, Y :
mn, entonces la cantidad mezclada adicionalmente solamente tie-

ne que estar siituada en el limite inferior del mencionado alcan-

i

ce de adicion. , _
Iin las masas empleadas usualmente la contrac-

cibn durante el proceso de secado importa. hasta 30 por ciento

4

J E . .
dado por resultado que, en el caso de unua adicidén de 3,5 a 7 pol

ciento de peso de sulfato monobdsico de plomo con una longitud

,media de cristales de aproximadamente'z mt. a las masas activa

usuales, la contraccion 1mporta tOdaV£a solesmente aproxiwada=
mente 7% de vollmen e 1ncluso pueue estar situadas por debaJo de.
esto. La superflcle estéd libre de fisuras, tampoco pudo obser-
varse ya ninguns formacidn interior de fisuras utilizando tomas
radiocrédficas de estructuras gruesas. Debé repetifsé‘que la ce~
rencia de.fisuias~y-éstabilidad mecénica de la mase sée consers=
Van tamblen despues del proceso de Iormaclom.

Se encuentra totalnente dentro del marco del

i 1nvento el mezclar ad1c1onalmente con la masa activa tamhlen

_otros compuestos de plomo adends de los aqud men01ongdos, gi
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EJLLPLO Ils x

.vo de plomo, 5% de sulfato monobdgsico de plomo y 23,7% de agua,!

después del empastado recorre un cansl secador, aportédndoseles,

" damente de 0,5 m por segundo. La tenperatura de desecac1on es-

- t4 situada entre 85 y 90°C. Después de 4% horas el contenido

-5-

1

estos compuebtos de plomo poseen la estructura descrita y por

wE

ello las propledades afzeltradoras. ,' v |

Como ejemplo de uns masa asctiva, qué pOSe%
lag ventajas enumeradas, se citaré una mezcla que se obtiene dé
1,000 g del polvo de plomo usual en la industria de lop mcumu-{
ladores, 90- g de sulfato. monobésico de plomo y 200 g de a01do

sulfurlco con la densldad de 1,08, S U
' ‘ l

Una pasta que se compone de 71,3% de pol-

segin el procedimiento de contracorriente; aire,caliente con

40% de humedad relatlva del aire y une velocidad de aproxlma-

de humedad de las placas ha descendido a 0,3%.
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La presente patente de 1nvenclon congta de

'\llas siguientes reivindlcacionese

1.~ Mejoras en la fabricacidén de masas acti

i . .
i vas pare electrodos seglin el pr1n01pio Feure, caracterizades

porque la masa activa estéd llbre de fisuras en el interior ¥ en

i la superf101e por un contenldo de compuestos de plomo af ieltra-

]
!
|

{2, caracterizadas

K
‘en los compuestos
idamente entre 1 w

l

. 3, caracterizadas

I
icompone de agujas

- »
»

td

te memoria descriptlva.

Y
”)dores de estructura estirada 0 acicular.,

-Re- Mejoras segln la reiv1ndlca016n 1, ca-

racterizadas porque el contenido de compuestos de plomo aflel-

{tradores importe de 2 a 35% del peso total de la masa activa.

3.~ Mejoras segtin las reivindicaciones 1 y
porque la longitud de las cgujas de ocristales
de plomd ufieltradores estéd situada aproxime-
4 mm, - |

4.~ Mejoras segun las reiv1ndiceclones le
porque el compuesto de plomo afieltrador se

de sulfato‘de plomo monobésico PbO" . Pbs0y .

5.- Mejoras en la fabricacidn de masas elec

Consta esta memoria de seis hojas foliadas

y esc:ltaa a maqulna por una sola de sus caras.

‘ LS EYTR .
Madria . + < MY 71964

CUILLERMO ey

‘
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|
|
[

troquimlcameute activas para electrodos segin el prlnclpuo Faure

Segun se descrlbe y reivindica en la presen-
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